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T vs MIRANDA SORIANO, RODOLEQ

T' ve ARMELLES REIG, GASPAR

BALTA CALLEJA, FRANCISCO JOSE
S V1 OCANA JURADO, MANUEL
$ V2  MESEGUER RICO, FRANCISCC JAVIER
$ V3 OCAL GARCIA, MARIA DEL CARMEN
S V4  SERRANO OSTARIZ, JOSE LUIS

5 V5 LEVY COHEN, DAVID

s Ve TEJADA PALACIOS, JAVIER

13 T U SO
con domiciHo N ..o sa e
y con documento nacional de identidad AUMEro ..ovecveeeeirinnenennns

Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de carrera de la Escalade ..........c.covvvvniveeriiiininnnenns
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi-
nistraciones Pablicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio
de las funciones pablicas.

20452 ORDENde29de junio de 1995 por la que se convocan
pruebas selectivas para cubrir siete plazas de la Escala
de Titulados Superiores Especializados del Consejo
Superior de Investigaciones Clentificas,

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 700/1995,
de 28 de abril, del Ministerio para las Administraciones Pablicas,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Piblico para el afio

1995, publicado en el «Boletin Oficial de! Estados namero 102,.

de 29 de abril de 1995, vy con el fin de atender las necesidades
de personal en la Administracién Pablica,

Este Ministerio, en uso de las competencias que le estan atri-
buidas, previo informe- favorable de la Direccion General de la
Funcién Pablica, segiin establece el apartado c) del articulo 4.° del
Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto («Boletin Oficial del
Estado» nGmero 213, de 5 de septiembre), v acuerdo de la Junta
de Gobierno del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
resuelve convocar pruebas selectivas para Ingreso en la Escala
de Titulados Superiores Especializados (c6digo 5405) del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, con sujecion a las siguien-
tes

Bases de convocatoria

~ 1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir siete plazas,
de la Escala de Titulados Superiores Especializados (®édigo 5405)
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, por el sistema
general de acceso libre, a cubrir entre ciudadanos de la Unién
Europea, con dominic del castellano, de acuerdo con las espe-
cialidades y con destino en centros o Institutos del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientificas que figuran en el anexo L.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Funcién Pablica («Boletin Oficial del Estado» del 3); Ley
23/1988, de 28 de julio, de Modificaciéon de la Ley de Medidas
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para la Reforma de la Funcién Pablica («Boletin Oficial del Esta-
do» del 29); el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administracion General del Estado y de Provisién
de Puestos de Trabajo y Promocién Profesional de los Funcionarios
Civiles de lJa Administracién General del Estado {«Boletin Oficial

-del Estado» de 10 de abxil), v lo dispuesto en esta convocatoria.

1.3 La adjudicacién de las plazas a los aspirantes aprobados
se efectuara de acuerdo con la suma de la puntuacién total obte-
nida por éstos en la fase de oposicién, en cada especialidad.

No se podra dectarar superado el proceso selectivo a un nimero
superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier
propuesta de aprobados que contravenga lo establecido sera nula
de pleno derecho. '

1.4 El procedimiento de seleccién de los aspirantes constara
de las siguientes fases:

Oposicion.
Periodo de practicas.

Los aspirantes que no superen el periodo de practicas perderan
todos los derechos al nombramiento como funcionarios de carrera,
por Resolucion motivada de la autoridad convocante.

El plazo maximo para el comienzo del periodo de practicas,
una vez superadas las pruebas selectivas, serd de dos meses, a
partir de la fecha de terminacion del plazo a que se refiere la
base 9.1 de esta convocatoria.

1.5 Quienes no pudieran realizar el periodo de practicas por
cumplimiento del Servicio Militar o Prestacién Social Sustitutoria,
o por causa de fuerza mayor, debidamente justificada v apreciada
por la Administracién, podran efectuarlo con posterioridad.

1.6 La fase de oposicién constara de 1os ejercicios elimina-
torios, que se desarrollaran en castellano, que a continuaciéon se
lndlcan

1.6.1 Primer ejercicio: Consistira en el desarrollo por escrito,
en un plazo maximo de tres horas, de un tema a elegir entre
tres propuestos por el Tribunal, relacionados con el programa
de cada especialidad, que figura como anexo Il de la presente
convocatoria. Para la realizacion de este ejercicio no se podra
consultar documentacién alguna. El ejercicio sera leido por el opo-
sitor, en sesion pablica, ante el Tribunal. En este ejercicio se valo-
raran la profundidad y amplitud de los conocimientos especificos
requeridos para el ejercicio de la especialidad concreta de la plaza,
asi como la claridad y el orden de las ideas v su expresién escrita.

1.6.2 Segundo ejerciclo: Consistird en la realizacion de un
supuesto practico relacionado con la especialidad de la plaza con-
vocada, de acuerdo con el programa que se recoge en el anexo 11
de la presente convocatoria. Los opositores deberan realizar por
escrito un resumen del desarrcllo y ejecucion de la prueba rea-
lizada que se expondra ante el Tribunal, en sesiéon pablica. El
Tribunal correspondiente a cada especialidad seiialaré el tiempo
maximo disponible para la realizacién de la prueba, que no podra

. superar, en ningiin caso de cinco horas.
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1.6.3 Tercer ¢jercicio: Consistirad en una entrevista, en sesiéon
publica, del candidato con el Tribunal, que versara sobre la for-
macion y experiencia del opositor para desempeiiar las funciones
propias de su especialidad, durante un méaximo de media hora.

1.6.4 Cuarto ejercicio: Consistira en la realizacion por escrito,
durante un tiempo maximo de dos horas, de una traduccién en
castellano, sin diccionario, redactado en cualquiera de los idiomas
oficiales de los paises de la Union Europea, a eleccion del aspi-
rante, de un texto de caracter técnico relacionado con la espe-
cialidad en la que se convoca la plaza. El ejercicio debera ser
leido por el opositor, en sesiéon pablica, ante el Tribunal. En este
ejerdicio se valorara el conocimiento del idioma correspondiente
v, en especial, la exactitud de la determinacion de los términos
y expresiones técnicas relacionados con la especialidad en que
se convoca la plaza.

El Tribunal proporcionara el texto del idioma elegido por el
aspirante.

Para la verificacion de este ejercicio, et Tribunal podra ser asis-
tido por los pertinentes asesores especialistas designados por él
mismo.

1.6.5 Los-miembros del Tribunal podran efectuar, una vez
realizada la lectura de los ejercicios, las preguntas que estimen
oportunas para aclarar o incidir en algiin aspecto de la exposicién
del candidato.

1.7 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al
siguiente calendario orientativo:

El primer ejercicio se iniciara en el mes de octubre/noviembre
de 1995.

El proceso selectivo debera haber finalizado el 20 de diciembre
de 1995, salvo excepciones justificadas.

1.8 El programa que ha de regir las pruebas selectivas en
cada especialidad es el que figura en el anexo [l de la presente
convocatoria.

1.9 Desde la total conclusion de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente, no podran transcurrir mas de cuarenta
y cinco dias naturales.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos:
-

a) Ser espaiol o, de acuerdo con lo establecido en la Ley
17/1993, de 23 de diciembre («Boletin Oficial del Estado» del
24), sobre acceso a determinados sectores de la Funcién Pablica
de los nacionales de los demas Estados miembros de la Unién
Europea, tener la nacionalidad de un pais miembro de la Unién
Europea o la de cualquiera de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unién Euro-
pea v ratificados por Espafia, sea de aplicacién la libre circulacion
de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en
el Tratado Constitutivo de la Unién Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho afos.

¢} Estar en posesion del Titulo de Licenciado, Ingeniero o
Arquitecto, o equivalente. Los estudios efectuados en centros espa-
fioles no estatales o en el extranjero deberan estar ya homolo-
gados.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitacién
fisica o psiquica que sea incompatible con el desempeno de las
correspondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario
del servicio de cualesquiera de las Administraciones Piblicas ni
hallarse inhabilitado para el desempefio de las correspondientes
funciones. '

f) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espafiola no
deberén estar sometidos a sancién disciplinaria o condena penal
que impida, en su Estado, el acceso a la funcién pablica.

2.2 También podran participar los aspirantes que tengan la
condicién de funcionarios de organismos internacionales, posean
la nacionalidad espaficla y la titulacion exigida en la convocatoria.

Estos aspirantes estaran exentos de la realizacion de aquellas
pruebas que la Comisién Permanente de Homologacién, creada
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero («Boletin Oficial
del Estado» del 23}, considere que tiene por objeto acreditar cono-

cimientos ya exigidos para el desempefio de sus puestos de origen
en el organismo internacional correspondiente.

En los ejercicios de los que se exima a los aspirantes que osten-
ten la condicién de funcionarios de organismos internacionales,
se otorgari la calificacion minima exigida en la convocatoria para
la superacién de los mismos. Los interesados podran renunciar
a tal calificacién v participar en las pruebas de las que han sido
eximidos en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes.
Tal renuncia debera llevarse a cabo con anterioridad al inicio de
las pruebas selectivas.

2.3 Paraser admitidoy, en su caso, tomar parte en las pruebas
selectivas, bastara con que los aspirantes manifiesten en sus soli-
citudes de participaciéon que refinen todas v cada una de las con-
diciones exigidas en la base 2.1, referidas siempre a la fecha de
expiracion del plazo de presentacién, y mantenerlas hasta el
momento de su toma de posesion como funcionarios de carrera.

3. So!icitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberan hacerlo constar en instancia ajustada al modelo oficial
aprobado por la Secretaria de Estado para la Administraciéon Pabli-
ca, que Serd facilitada gratuitamente en las Delegaciones del
Gabierno en las Comunidades Auténomas v en los. Gobiernos Civi-
les, asi como en el Instituto Nacional de la Administracién Pablica
(calle Atocha, nimero 106, Madrid), en la Direccién General de

* 1a Funcién Piblica (calle Maria de Molina, nimero 50, Madrid),

en el Centro de Informacidon Administrativa del Ministerio para
las Administraciones Publicas (paseo de ia Habana, niimero 140,
Madrid), en la sede central del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas, (calle Serrano, niimerc 117, Madrid), v en los locales
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, {calle Serrano,
namero 113, Madrid).

A la instancia se acomparniara fotocopia del documento nacional
de identidad o pasaporte.

Ningiin aspirante podra concurrir a mas de una especialidad.

3.2 En la casilla A) del epigrafe «Datos a consignar seg(n
las bases de la convocatoria», del modelo de solicitud, se hara,
constar, expresamente, la especialidad a la que se concurre, con
indicacién del centro de destirio.

3.3 La presentacién de solicitudes {ejemplar nimero 1 «ejem-
plar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se
hara en el Registro General del Consejo Superior de Investiga-
ciones Cientificas, calle Serrano, nimero 117, 28006 Madrid, o
en la forma establecida en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Piablicas y del Procedimiento Administrative Comun («Boletin Ofi-
cial del Estado» del 27), en el plazo de veinte dias naturales, a
partir del siguiente al de la publicacién de esta convocatoria en
el «Boletin Oficial del Estado».

Las solicitudes suscritas en el extranjero podran cursarse en
el plazo expresado en el apartado 3.3, a través de las represen-
taciones diploméaticas o consulares espaifiolas correspondientes,
quienes las remitiran seguidamente al organismo competente. El
interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario de
haber satisfecho los derechos de examen.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de
Correos, deberéan ir en sobre abierto para ser fechadas v selladas
por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se
ingresaran en la cuenta corriente nimero 30-55405-G «Pruebas
selectivas de acceso a la Escala de Titulados Superiores Espe-
cializados del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas»,
en cualquier oficina del grupo del Banco Exterior de Espafia.

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo
del pago de los derechos. En el supuesto de que el ingreso se
hava realizado en una oficina del Banco Exterior, debera figurar
en la solicitud el sello de esa entidad que justifique el referido
pago. La falta de una justificacién del abono de los derechos de
examen determinara la exclusién del aspirante.

En ningin caso, la presentacién y pago en el Banco supondra
la sustitucion del tramite de presentaciéon, en tiempo y forma,
de la solicitud ante el 6rgano expresado en la base 3.3.

3.5 Las solicitudes dirigidas al excelentisimo sefior Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, deberan acom-
pafiarse de un curriculum vitae., -
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3.6 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la
solicitud, para lo cual se utilizara el recuadro namero 7 de la
misma. Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro
nimero 9, las posibles adaptaciones de tiempos y medios para
la realizacién de los ejercicios en que esta adaptacién sea nece-
saria.

3.7 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrén sub-

sanarse en cualquier momento, de oficio o a peticién del inte-

resado.

4. Admision de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentacién de instancias, la Pre-
sidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, dic-
tara Resolucién, en el plazo maximo de un mes, que se publicara
en el «Boletin Oficial del Estado», declarando_aprobada la lista
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicacién, en este Gltimo
caso, de las causas de exclusién. En la lista deberd constar, en
todo caso, los apellidos, nombre y nliimero del documento nacional
de identidad o pasaporte.

Ademas, se determinara el lugar v la fecha de comienzo de
los ejercicios.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicacion
de la Resolucién, para subsanar el defecto que haya motivado
su exclusion.

Contra dicha Resolucién podra interponerse, previa comuni-
cacién al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-administrative
de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Juridico de las Administraciones Piblicas v del Pro-
cedimiento Administrativo Comin («Boletin Oficial del Esta-
do» del 27), en el plazo de dos meses, contados a partir del siguien-
te a su publicacién, ante el 6rgano competente del Orden Juris-
diccional Contencioso-Administrativo.

En todo caso, al objeto de evitar errores v, en el supuesto
de producirse, posibilitar su subsanacion en tiempo y forma, los
aspirantes comprobaran no sélo que no figuran recogidos en la
relaciéon de excluidos, sinoe ademas, que sus nombres constan en
la pertinente lista certificada completa de admitidos y excluidos,
que se expondra al piblico en los tablones de anuncios de la
sede central del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
calle Serrano, nitmere 117, Madrid, en los locales del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, calle Serrano, niimero
113, Madrid, en los centros e institutos del organismo, en la Direc-
cién General de la Funcién Pablica, en el Centro de Informacion
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Publicas,
en las Delegacjones del Gobierno en las Comunidades Autonomas
v en los Gobiernos Civiles.

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados a los aspi-
rantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realizacién
de las pruebas selectivas.

5. Tribunales

5.1 Los Tribunales calificadores de estas pruebas selectivas
estaran constitutidos en la forma que se determinan en el anexo i
de esta convocatoria.

5.2 Los miembros de los Tribunales deberan abstenerse de
intervenir, notificandolo al Presidente del Consejo Superior de

Investigaciones Cientificas, cuando concurran en ellos circunstan-—

cias de las previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Pablicas y del Procedimiento Administrativo Comiin {«Boletin Ofi-
cial del Estado» del 27), o si hubiesen realizado tareas de pre-
paracién de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco afios ante-
riores a la publicacion de esta convocatoria.

Los Presidentes podran solicitar de los mlembros del Tribunal,
declaracién expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el articulo 28 de 1a Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Juridico de las Administraciones Piblicas v del Pro-
cedimiento Administrativo Comfin («Boletin Oficial del Esta-
do» del 27).

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los mlembros del
Tribunal cuande concurran las circunstancias previstas en el ar-
ticulo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

- del primer ejercicio.

Juridico de las Administraciones Pablicas y del Procedimiento
Administrativo Comun («Boletin Oficial del Estado» del 27).

5.3 Con anterioridad a la iniciacion del proceso selectivo,
la autoridad convocante hara pablico el nombramiento de los nue-
vos miembros de los Tribunales que hayan de sustituir a los que
hayan perdido su condicion por alguna de las causas anteriores.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri-
bunal, con la asistencia del Presidente y Secretario, y la mitad,
al menos, de sus miembros, titulares o suplentes, Celebraran su
sesion de constitucién, al menos, diez dias antes de la realizacién

En dicha sesién, los Tribunales acordaran todas las decisiones
que les correspondan en orden at correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.5 A partir de su constitucion, el Tribunal, para actuar vali-
damente, requerira la presencia del Presidente y Secretario o, en
su caso, de quienes los sustituyan, v la de la mitad, al menos,
de sus miembros, titulares o suplentes. :

5.6 Durante el proceso selectivo, los Tribunales resolveran
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicacién de estas nor-
mas, asi como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuacién del Tribunal se ajustara, en todo
momento, a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Juridico de las Administraciones Piablicas v del Pro-
cedimiento Administrativo Comiin («Boletin Oficial del Esta-
do» del 27).

5.7 El Tribunal calificador adoptara las medidas de forma que
los aspirantes con minusvalias gocen de similares condiciones para
la realizacion de los ejercicios que el resto de los participantes.
En este sentido, se estableceran para las personas con minusvalias
que lo soliciten, en la forma prevista en la base 3.6, las adap-
taciones en tiempos y medios para su realizacion.

A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe y, en su caso,
colaboracion de los 6rganos técnicos de la Administracién Laboral,
Sanitaria o de los 6rganos competentes del Ministerio de Asuntos
Sociales.

5.8 A efectos de comunicaciones v deméas incidencias, los
Tribunales tendran su sede en los locales del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas, calle Serrano, nimero 113, 28006
Madrid, teléfonos (91) 585 52 65/52 64/52 63.

5.9 Los Tribunales que acilien en estas pruebas selectivas,
tendran la categoria primera de las recogidas en el anexo IV del
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo («Boletin Oficial del Esta-
do» del 19). Una vez conocido el nimero de aspirantes por el
Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
se establecera el nimero maximo de sesiones a realizar por cada
uno de los Tribunales,

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuaciéon de los opositores se iniciara alfa-
béticamente por el primero de la letra «O», de conformidad con
lo establecido en Resolucién de 16 de mayo de 1995, de la Secre-
taria de Estado para la Administracion Pablica {«Boletin Oficial
del Estado» niimero 119, del 19), por la que se publica el resultado
del sorteo celebrado el dia 11 de mayo de 1995 en el Instituto
Nacional de Administracién Pablica.

En el supuesto de que no exista ningiin aspirante cuyo primer
apellido comience por la letra «O», el orden de actuacién se iniciara
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «P», v
asf sucesivamente.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podran ser reque-
ridos por miembros del Tribunal, con la finalidad de acreditar
su identidad.

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio, en
unico llamamiento, siendo excluidos de las pruebas selectivas quie-
nes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debi-
damente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

La publicacion de los sucesivos anuncios de celebracién del
segundo, tercer y cuarto ejercicio se efectuara por los Tribunales,
al menos, en los locales donde se haya celebrado el primero, con
veinticuatro horas, al menos, de antelacion a la seiialada para
la iniciactén del mismo. Cuando se trate del mismo ejercicio, el
anuncio sera publicado en los locales donde se haya celebrado
y por cualquier otro medio, si se juzga conveniente, con doce
horas, al menos, de antelacién.
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6.4 En cualquier momento del proceso selectivo, la autoridad
convocante, por s 0 a propuesta del Presidente del Tribunal, si
tuvieran conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee
la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convecatoria,
previa audiencia del interesado, debera proponer su exclusion a
los érganos competentes, poniendo en su conocimiento las inexac-
titudes o falsedades en que hubieran podido incurrir los aspirantes
en su solicitud de admisién a las pruebas selectivas, a los efectos
procedentes,

Contra la exclusion del aspirante podra interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados
a partir del dia siguiente a su comunicacién, ante el érgano com-
petente del Orden Jurisdiccional del contencioso-administrativo,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen dJuridico de las Administraciones Pablicas y del
Procedimiento Administrativo Comiin {«Boletin Oficial -del Esta-
do» del 27).

7. Calificacién de los ejercicios

7.1 Todos los ejercicios de estas pruebas selectivas se cali-
ficaran de cero a veinte puntos. El valor medio de las puntuaciones
computadas constituira la calificacion del ejercicio, siendo nece-
sario alcanzar diez puntos, como minimo, para pasar al ejercicio
siguiente, y en el cuarto, para superarlo.

Al calcular el valor medio de las puntuaciones en cada uno
de los ejercicios, se excluira del computo de puntuaciones la mas
alta v la mas baja, sin que en ningun caso pueda ser excluida
mas de una maxima y una minima.

En el tercer ejercicio se hara constar la calificacién de «apto»
© «no apto», siendo necesaric obtener la calificacién de «apto»
para pasar al ejercicio siguiente.

7.2 En los cuatro ejercicios, la calificacién se hard al término
de cada ejercicio, publicAndose la relaciéon de quienes los hubieran
superado v sus puntuaciones. '

7.3 La calificacidon final de las pruebas vendré determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
ejercicios.

En el supuesto de producirse empates al confeccionar las listas
de aspirantes aprobados, aquéllos se dirimiran a favor del que
hubiese obtenido mayor puntuacién en los distintos ejercicios de
la oposicion, de forma sucesiva o altemativa, excepto en el refe-
rente a la entrevista, por su calificacién de «apto» o «no aptos.

8. Lista de aprobados

8.1 Finalizadas las pruebas selectivas, los Tribunales haran
piblicas, en el lugar o lugares de celebracion del Gltimo ejercicio,
asi como en la sede del Tribunal, y en aquellos ofros que estime
oportuno, la relacién de aprobados en cada especialidad, por
orden de puntuacién alcanzada, con indicacion de su niimero de
documento nacional de identidad o pasaporte.

Los Presidentes de los Tribunales enviaran una copia certificada
de la relacién de aprobados al Presidente del Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas.

Dicha relacion se publicarad en el «Boletin Oficial del Estado».

9. Presentacion de documentos y nombramientos de funcionarios
en prdcticas.

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el
dia siguiente a aquel en que se publicaron las relaciones de apro-
bados en el «Boletin Oficial del Estado», los aspirantes aprobados
deberan presentar en los locales del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientificas, calle Serrano, namero 113, 28006 Madrid,
los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del titulo exigido o certificaclén aca-
démica que acredite su posesidn.

b) Declaracién jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admi-
nistracién Piblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de

funciones puablicas, segun el modelo que figura como anexo IV’

a esta convocatoria.

- ¢} Los aspirantes de otra nacionalidad deberan presentar foto-
copia compulsada del documente que acredite su naclonalidad,
asi como documentacion certificada por las autoridades compe-
tentes de su pais de origen, en la que se acredite no estar sometidos
a sancion disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado,
el acceso a la funcion pablica.

9.2 Quienes tuvieran la condicion de funcionarios pablicos
estaran exentos de justificar las condiciones y demas requisitos
va probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar certificacion del Ministerio u organismo del que depen-
dan, acreditando su condicién, v demas circunstancias que consten
en su expediente personal.

Asimismo, deberan formular opcién por la percepcién de la
remuneracion que deseen percibir durante su condiciéon de fun-
cionarios en practicas, igualmente, el personal laboral, de con-
formidad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10
de febrero («Boletin Oficial del Estado» de 6 de marzo).

9.3 Quienes dentro del plazo indicado y saivo los casos de
fuerza mayor nb presentasen la documentacién, o del examen
de la misma se dedujese Que carecen de alguno de los requisitos
exigidos, no podran ser nombrados, quedando anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en la solicitud de participacion.

9.4 Los candidatos propuestos seran nombrados funcionarios -
en practicas por el Ministerio de Educacién y Ciencia, en la que
se determinara la fecha en que empezaran a surtir efecto dichos
nombramientos, con especificacion del destino adjudicado.

Los nombramientos seran publicados en el «<Boletin Oficial del
Estades.

La toma de posesién de los candidatos nombrados funcionarios
en practicas, se efectuara en el plazo de un mes, desde la fecha
de publicacién de su nombramiento en el «Boletin Oficial del
Estado».

10. Periodo de practicas. Nombramientos de funcionarios
de carrera

10.1 Durante el periodo de practicas, los aspirantes ejerceran
las tareas correspondientes a puestos de trabajo de su especia-
lidad, bajo la supervisién de los responsables de los departamentos
correspondientes. El periodo de practicas tendra una duracion de
tres meses, y al final del mismo, el responsable del departamento
a que hubiera sido adscrito el funcionario en practicas, emitira
un informe, con el visto bueno del Director del centro, en el que
hara constar [a calificacién de «aptos o «no aptos del aspirante,
siendo necesario obtener la calificacidén de «apto» para superarlo.

10.2 Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran
superado seridn nombrados funcionarios de carrera, por el Minis-
terio de Educacion y Ciencia, con especificacion del destino adju-
dicado.

Los nombramlentos serén publicados en el «Boletin Oficial del
Estados. .

La toma de posesion de los candidatos nombrados funcionarios
de carrera se efectuara en el plazo de un mes, desde la fecha
de publicacion de su nombramiento en el «Boletin Oficial del
Estadon.

il. Norma fina!

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuacién del Tribunal, podran ser impug-
nados, en los casos vy en la forma establecidos por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Pablicas y del Procedimiento Administrativo Comin («Boletin Ofi-
cial del Estado» del 27).

Asimismo, la Administracién podra, en su caso, proceder a
la revisién de las Resoluciones de los Tribunales, conforme a lo
previsto en la mencionada Ley.

Lo que se hace piiblico para general conocimiento.

Madrid, 29 de junio de 1995.—P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988, «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Presidente del
Consejc Superior de Investigaciones Cientificas, José Maria Mato
de la Paz.
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ANEXO I
dT::T::;’- Denotminacin Destine de Trigunad
1 Sistema de calculo cientifico ...........oooiiiiiiiiiii, Instituto de Fisica Corpuscular. Valencia ........... verenae 1
1 Procesos de implantacion idénica y PVD para tecnologias
microelectrénicas de silicio ... Instituto de Microelectrénica. Barcelona .............oveee 2
1 Tecnologia de microfabricacién en sala blanca de dispo-
sitivos micro y optoelectrénicos .......... ool Instituto de Microelectrénica. Madrid ...................... 3
1 Desarrollo de sistemas de control, adquismlon y tratamien-
to de datosen astrofisica .............ooiieiiiiiiiienn Instituto Astrofisica de Andalucia. Granada ............... 4
1 Técnicas de caracterizacion superficial de sélidos policris- ' :
talinos ... ..iiiiiiiiiiiiii et it rer e res et anaa Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla ............... 5
1 Analisis quimico por via humeda ¢ instrumental ........._. Centro Nacional de Investigaciones MetalGrgicas (Madrid) ... 6
1 Transferencia de tecnologia: Valoraclon v explotaciéon de .
resultados de Investigaciéon ..........coviiiiiiiiiiiiine. Organizacién Central (Subdireccién General de Programa-
cidén, Seguimiento v Documentacién Cientifica). Madrid .. 7
’ ' ANEXO H - 35. Organizacién funclonal de un centro de calculo cientifico.
Soporte de usuarios.
PROGRAMA 36. Bases de datos. Tipos. -
37. Creaci6tn, mantenimiento y manipulacién de ficheros.
Sistemas de cdlculo cientifico Conversion. Impresién. Recuperacién. Copias de seguridad.
1. Evolucién de las maquinas de calculo. da,::f Portabilidad de soporte l6gico. Importancia de los estan-
2. Componentes del ordenador secuencial. 39. Sistemas ﬁsicos de teleinformatica. Transmisién de datos.
3. Algebra binaria y puertas logicas. Métodos d dulacién d fales. Modos de t isi6n. Para
4. Operaciones aritméticas elementales con circuitos 16gi- etocos ce moduacion ce seba es. 08 de fransm. $ion. = ara-

cos.

5. Sistemas de numeracién. Binario. Octal. Hexadecimal.
Decimal. BCD.

6. Sistemas de codificacién. EBCDIC. ASCIL. Codificacién
en coma flotante.

7. La unidad de control de procesos. Procesadores comer-
ciales mas importantes. ’

8. Eljuego de instrucciones del procesador.

9. Lenguaje(s) ensamblador(es).

10. Evolucién y criterios de valoracién de los lenguajes de
programacion.

11. Traductores e intérpretes. Etapas de la traduccién. Pre-
proceso. Compilacion. Linkedicién. Carga.

12. Gramaticas formales. Etapas de la compilacién.

13. Vinculacién. Memoria estatica. Memoria dinamica.
Memoria <heap».

14. Datos vy estructuras de datos elementales.

15. Estructuras complejas. Estructuras definidas por el usuario.

16. Control de secuencia en expresiones. Proposiciones com-
puestas.

17.
control.

18. Control de subprogramas.

19. Lenguaje de programacién (I). FORTRAN

20. Lenguajes de programacion (II). Basic. Pascal. C.

21. Lenguajes de programacién (llI). Programacién con-
currente. Programacién en tiempo real.

22, Ingenieria del «softwares,

23. Evaluacién del «software».

24. Sistemas operativos (I). Gestion de la memoria.

25. Sistemas operativos (Il). Planificacién de trabajos. Ges-
tion de E/S.

26. Sistemas operativos (III}. MS/DOS. VM. UNIX.

27. Elmodelo de capas ISO. Interfase RS-232. Interfases IEEE
488,

28. Transmision sincrona y asincrona. Parametros de la
comunicacion asincrona,

29. Protocolos de comunicacién. Internet.

30. Sistemas de adquisiciéon de datos: VME, CAMAC Y FAST-
BUS.

31. Arquitectura de ordenadores. La unidad central de pro-
ceso, definicién de procesos, memoria central y unidad aritmética
v légica. Generaciones de ordenadores.

32. Ordenadores vectoriales y paralelos. Arquitecturas.

33. La quinta generacion de ordenadores. Inteligencia arti-
ficial. Sistemas expertos.

34. Estructura fisica de un centro de proceso de datos.

Control de secuencia entre proposiciones. Estructuras de

metros fisicos de las lineas. Concentradores v «multiplecsoress.
Equipoes terminales.

40. Estructura fisica y légica de una estacién de anélisls gré-
fico.

41. Descripcién y clasificaciéon de perlféricosgréﬁcos.-

42, Modems.

43. Niveles de acoplamiento entre procesadores: Redes, «clus-
ters» y multiprocesadores.

44, Redes cientificas.

45, - Anéalisis namerico. Eilementos fundamentales.

46. Algebra de matrices. Célculo niimerico de matrices.
47. Recuperacion de desastres.

48. Tratamiento de datos.

49. Resolucién numeérica de ecuaciones lineales.

50. Meétodo de simulacién Monte-Carlo.

Procesos de implantacién iénica vy PVD pare tecnologias microe-
lectrénica de silicio

1. Elementos de la instalacién de un equipo de implantacién
ionica.
2. Operacién de un equipo de implantacién idénica de media
corriente.
3. Tiposde equipos de implantacién i6nica.
4. Condiciones de seguridad en un implantador i6nico.
5. Mantenimiento preventivo de un equipo de implantacion
iOnica,
6. Frenado nuclear y frenado electrbnico de los iones en
los sélidos.
. 7. Dafadoy amorfizacién producidos por implantacion ioni-
ca.
8. Recocido y activacién de los dtomos implantados.
9. Medida de distribuciones de dopantes eléctricamente acti-
vos,
10. Caracterizacion fisico-quimica del proceso de implanta-
cién ibnica.
11. Problemas de contamlnacién en un lmplantador i6énico.
12. Fuentes de iones.
13. Optica del haz de iones (separacibn acelerac:on. foca-
lizacién vy barrido).
14. La camara del blanco en un implantador ionico
15. Gestion térmica en camaras de blanco de implantadores.
16. Implantacién del pozo e implantaciéon de campo en tec-
nologias CMOS.
17. Implantacién de ajuste de la tension umbral en tecno-
logias MOS.
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18. Implantacién de fuente y drenador en tecnologlas MOS.
Uniones poco profundas.

19. Implantacién iénica en tecnologia bipolar.

20. Aplicaciones de la implantacién iénica a la fabricacién
de dispositives de potencia.

21. Aplicaciones de la implantacién i6nica a la fabrlcacion
de dispositivos sensores.

22. Aplicaciones de la implantacion i0nica de alta dosis. Sin-
tesis de compuestos. Tecnologia SIMOX.

23. Comportamiento de fotorresinas bajo implantacién iéni-
ca.

24. Implantacion iénica de alta energia. Aplicaciones.

25. Problemas de la implantacién iénica en tecnologias VLSI.

26. Lasimulaciéon del proceso de implantacion iénica.

27. Tendencias futuras en el campo de la implantacién iénica.

28. Elementos de la instalacién de un equipo PVD.

29. Operacién de un equipo de PVD tipo magnetrén,

30. Evaporacion térmica. Evaporacion por haz de electrones.

31. Pulverizacién catédica diodo, triodo v magnetrén.

32, Bombas de vacio primarias. Principio, instalacién y man-
tenimiento.

33. Bombas de alto vacio. Pnncipio, instalacién v manteni-
miento.

34. Medidores de vacio. Principio, instalacién y mantenimiento.

35. Mantenimiento preventivo de un equipo de metalizacion.

36. Técnicas de diagnbstico y control «in situs de capas depo-
sitadas por PVD.

37. Consideraciones térmicas del sustrato durante la depo-
sicién PVD.

38. Descargas en gases ionizados,

39. Cinética de crecimiento de peliculas delgadas.

40. Técnicas de caracterizacibn de capas depositadas por
PVD.

41. Electromigracién.

42. Reacciones interficiales y barreras de difusién.

43. Fiabilidad de capas depositadas por PVD.

44. Reglas de escalado vy nuevos requisitos para la metali-
zacién. ’

45. Contacto metal-semiconductor.

46. Metalizacion de puerta en transistores MOS.

47. Metalizacién multinivel. Materiales v técnicas de plana-
rizacion. R

48. Técnicas de obtencidn de los siliciuros metalicos.

49. Aplicaciones de los siliciuros de metales refractarios en
VLSI.

50. Tendencias futuras en el campo de la metalizacion.

Tecnologia de microfabricacién en sala blanca de dispositivos
micro y optoelectrénicos

1. Sala blanca: caracteristicas y especificaciones.
2. Principales procesos de fabricacién microelectronica en
Sala blanca.
3. Equipos de procesos para tecnologia y sus instalaciones
complementarias.
4. Control de calidad de procesos de microfabricaciéon.
5. Produccién de agua desionizada: 4smosis inversa y resi-
nas intercambiadoras.
6. Distribucién de gases ultrapuros: manorreductores y val-
vulas.
7. Deteccion de fugas de gases en equipos microelectréni-
cos.,
8. Diferentes sistemas de vacio en sala blanca.
9. Conservacidon y mantenimiento de equipos en sala blanca.
10. Técnicas de limpieza y preparacion de sustratos en pro-
cesos microelectronicos.
11. Procesos de metalizacion en vacio para semiconductores.

12. Procesos de metalizacién en ultra alto vacio mediante

caiion de electrones.

13. Contactos 6hmicos tipo p vtipo n.

14. Recocidos de contactos en atmébsfera inerte.

15. Fabricacién vy evaluacién de contactos Shmicos en semi-
conductores IEI-V.

16. Microlitografia: tipos de resinas fotosensibles.

17. Microlitografia: sistemas de alineamiento de mascaras.

18. Microlitografia: exposicién y revelado de resinas fotosen-
sibles.

19. Procesos secuenciales en fotolitografia.

20. Sistemas de preparacién de capas dieléctricas: CVD y
PECVD.

21. Control del espesor de capas depositadas.

22. Teécnicas de pulido v adelgazamiento de sustratos.

23. Separaciéon de dispositivos: corte y clivado de muestras.

24. Formacion de contactos eléctricos: microsoldadura meta-
lica.

25. Ataque por via humeda de GaAs.

26. Ataque por via seca de semiconductores IlI-V.

27. Ataques selectivos por via himeda.

28. Ataques por haces de iones reactivos.

29. Ventajas de la técnica de resonancia ciclotronica de elec-
trones en el ataque seco.

30. Ataque de materiales dieléctncos mediante laser pulsado.

31. Determinacion de perfiles de dopado mediante medidas
capacidad-voltaje con barrera electrolitica.

32. Fabricacion de sensores de gases con tecnologia microe-
lectrénica.

33. Sensores opticos por absorcion en el infrarrojo préximo.

34. Investigacion y desarrollo de sensores qulmlcos para la
determinacién de concentracién de gases.

35. Tecnolegia asociada a la fabricacion de diodos laser v
otros dispositivos microelectrénicos (LED, FET, etc.} con tecno-
logia II-V.

36. Montaje de dispositivos: Diodos Schottky y diodos laser.

37. Sensores opticos no-invasivos: aplicaciones biomédicas.

38. Biosensores opticos.

39. Inmunosensores de campo evanescente.

40. Mecanismo fisico de funcionamiento de sensores de gases
basados en diodos Schotiky.

41 Influencia del metal catalitico en la respuesta de sensores
quimicos de gases.

42. Efecto del espesor y la microestructura de la metalizacion
en el funcionamiento de sensores de gases de tipo catalitico.

43. Efecto de la temperatura y el gas portador en el funcio-
namiento de sensores de gases.

44, Efecto de membranas poliméricas en la respuesta de sen-
sores basados en diodos Schottky. '

45, Técnicas de inmovilizacion de macromoléculas biclogicas
sobre semiconductores.

46. Deposicion de biomateriales por ablacion laser.

47. Fabricacidén de biosensores microelectronicos de urea.

48. Desarrollo de transductores para su aplicacién en bio-
sensores.

49. Comparacion de diferentes tecnologias para la fabricacién
de biosensores.

50. Seguridad e higiene en sala blanca.

Desarrollo de sistemds de control, adquisicién y tratamiento de
_ datos en astrofisica

1. Telescopios 6pticos. Sistemas opticos.

2. Telescopios 6pticos. Sistemas mecénicos y movimientos.

3. Observatorios astronémicos. Condiciones ambientales.
Configuracién general e infraestructura.

4. Observatorios astrofisicos en el espacio.

5. Modelos de telescopio.

6. Seguimiento y guiado. Sistemas de autoguiado.

7. Adaptadores de plano focal. Basqueda de campo.

8. Infraestructura informéatica en un observatorio astrono-

9. Proceso de obtencién de datos de un telescopio.

10. Sistemas de almacenamiento masivo de datos.

11. Sistemas de control remoto.

12, Camaras CCD en Astrofisica.

13. Espectrégrafos en Astrofisica Optica.

14. Control de instrumentacién Astronémica.

15. Sistemas de control en tiempo real.

16. Sistemas modulares microprocesados de control. Coor-
dinacion de subsistemas.

17. Tratamiento de datos astrofisicos: fotometria fotoeléctrica.

18. Tratamiento de datos astrofisicos: im&genes. ~

19. Tratamiento de datos astrofisicos: espectros.

20. Tratamiento de datos astrofisicos: modelos tedricos.

21. «Software» de tratamiento de datos astrofisicos.

22, Codificacion de imagenes. Formatos de uso en Astrofisica.



BOE nim. 212

Martes 5 septiembre 1995

27005

23. Microprocesadores. Argquitectura RISC. Arquitectura
CISC.

24, Sistemas de calculo intensivo. Procesadores vectoriales.
Procesadores paralelos. Multiproceso simétrico.

25. Periféricos: discos, cintas, impresoras, etc.
~ 26. Redes de area local. Cableado. Ethernet, FDDl 100Ba-
seT.

27. Redes de area extensa. Routing. HDLC, ATM, Frame
Relay.

28. Eleméentos activos de red. Hubs Conmutadores. Concen-
tradores. Bridges. Routers.

29. Gestion de redes.

30. Protocolo TCP/IP.

31. Protocolos de red local: Decnet, LAT, IPX, Appletalk.

32. Interfases graficas. Gestion de un entorno heterogéneo
de tratamiento y visualizacién de datos gréficos.

33. Infraestructura de una sala de ordenadores.

34. Gestion de una gran instalacién informatica.

35. Seguridad en una instalacion informatica.

.36. Sistema operativo Unix.

37. Sistema operativo VMS.

38. Entornos abiertos de «softwares.

39. Gestion de un archivo historico de datos masivos.

40. Internet: Gestién de un nodo Internet.

41. Internet. Servicios. Utilidades.

42, Internet. Gestion de servidores de informacién. Ftp.
WWW. Correo electrénieo.

43. Sistemas operativos Novell, MS-DOS, Mac-0S.

44, Metodologias de desarrollo de «softwares.

45. Control de calidad de «softwaren.

46. Programacion orientada a objetos.

47. Lenguaje de programacién C.

48. Lenguaje de programaciéon C+.

49, Lenguaje de programacién Fortran.

50. Sistemas CASE.

Técnicas de caracterizacién superficial de sélidos policristalinos

1. Adsorcian fisica. Caracterizacion textural de superfices
de sélidos.

2. Adsorcién quimica Fundamentos y energética de la
adsorcién.
Isotermas de adsorcnon
Cinética de los procesos de adsorcién.
Desorciéon térmica programada.
Relacion estructura-reactividad en superficie de solidos.
Técnicas de reaccidon a temperatura programada en super-
ficies de sélidos.

8. Estructura electrénica de superficies de solidos semicon-
ductores.
9, Caracterizacion de centros acido-base en superficie de séli-

NOG AW

dos.

10. Medidas cinéticas en catalisis heterogénea.

11. Determinacién del punto cero de carga.

12. Métodos de deteccién en procesos de adsorcidn y en ciné-
tica de reacciones en catalisis heterogénea.

13. Maeétodos de preparacién de catalizadores.

14. Infrarrojo y Raman por transformada de Fourier,

15. Transmision y reflexion en espectroscopia IR: analisis del
espectro de reflectancia. Transformacién Kramer-kréning..

16. Dispersion de la radiacion IR en sélidos finamente divi-
didos: Funcién de Schuster-Kubelkka-Munk.

17. Aplicacion de la técnica DRIFTS en quimica de superficie
y catalisis.

18. Aplicacion de la espectroscopia Raman al estudio de
superficies y adsorbatos.

19. Modos vibracionales en sélidos. Simetria de sitio y grupo
factor.

20. Espectroscopia FTIR/Raman en sélidos. Modos molecu-
lares y de red.

21. Analisis de forma en sélidos mlcro/nano-cristahnos
mediante los modos de red.

22. Espectroscopias [R/Raman en el estudic de centros Brons-
ted y Lewis superficiales.

23. Espectroscopias IR/Raman en el estudio de superficies
metalicas.

24. Moléculas sonda en el estudio de superficies por espec-

troscopias FTIR/Raman.
" 25. Espectros opticos (UV-vis) de reflectancia difusa.

26. La espectroscopia de fotoelectrones de rayos X XPS} v
espectroscopia Auger (AES). Aspectos instrumentales.

27. La espectroscopia de fotoelectrones de rayos X. Deter-
minacion de la estructura electrénica y estados quimicos.

28. La espectroscopia de fotoelectrones de rayos X: funda-
mentos y cuantificacion.

29, La espectroscopia Auget: fundamentos v cuantificacién.

30. Aplicacion de la especiroscopia de fotoelectrones de rayos
X a la caracterizacion superficial de solidos policristalinos.

31. Perfiles de composicién en profundidad. Aplicacion a la
caracterizacién de sélidos policristalinos.

32. Meétodos de caracterlzac:lon superficial de s6lidos basados
en haces de iones.

33. Resoluciones lateral y en profundtdad de las espectros-
copias electrénicas.

34. Tratamiento de datos en la espectroscopia de fotoelec-
trones de rayos X.

35. Cuantificacién de espectros de fotoemisién en muestras
policristalinas.

36. La radiacién sincrotén: caracterizacion y fuentes.

37. Interaccion de la radiac:lén con la materia condensada
{rayos-X).

38. Espectroscopia de absorcmn de rayos X: aspectos ins-
trumentales, lineas y métodos de deteccion.

39. Espectroscopia de absorcion de rayos X: XANES.

40. Espectroscopia de absorcion de rayos X: EXAFS. -

41. Analisis de datos en espectroscopia EXAFS.

42. Las espectroscopias de absorcién de rayos X en catalisis:
fundamentos y métodos.

43. La espectroscopia EXAFS superficial (SEXAFS).

44, Espectroscopia de absorcidon de rayos X de baja energia
(0- 1000 eV): principios y aspectos instrumentales.

45. Aplicaciones de las espectroscopias de absorcion de rayos
X ala caracterizacion de solidos policristalinos y amorfos. .

46. La radiacion sincrotén y la espectroscopia de fotoelec-
trones: fotoemisién.

47. Dicroismo con rayos X blandos.

48. Sistemas operativos y lenguajes de programaciéon en apli-
caciones cientifico-técnicas.

49, Conexion entre ordenador y accesorios. Aplicacion al ins-
trumental cientifico.

50. Uso compartido de recursos informaticos en laboratorios
de instrumentacién cientifica.

Andlisis quimico por via himeda e instrumental

Conceptos imdamentales de analisis quimico.
Evaluacién de datos analiticos.
Meétodos gravimétricos de analisis.
Solubilidad de los precipitados.
Introduccién a los métodos volumétricos cle analisis.
Valoraciones de precipitacion.
Teoria de las valoraciones de neutralizacién.
Aplicaciones de las valoraciones de neutralizacién,
Valoraciones de formacion de complejos.

10. Teoria de las valoraciones de éxido-reduccion.

11. Aplicaciones de las valoraciones de oxidacién-reduccion.

12. Maeétodos electroanaliticos.

13. Separaciones analiticas.

14. Productos quimicos, aparatos y operaciones basicas en
quimica analitica.

15. Teoria de la espectroscopia de absorcion.

16. Espectrofotometria: ultravioleta, visible e infrarrojo cer-
cano.

17. Técnica espectrofotoclorimétrica.

18. Espectrofotometria de absorcion atomica.

19. Técnica de llama en absorcion atémica.

20. Técnica électrotérmica en absorcion atomica.

21. Teoria de fluorescencia de rayos X.

22. Técnica de fluorescencia de rayos X por dispersion de
energias.,

23. Técnica de flucrescencia de rayos X por dispersion de
longitudes de onda.

24. Espectrometria de emisién dptica.
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25. Técnica de determinacion de carbono y azufre con horno
de induccidén y deteccién por absorcién en el infrarrojo.

26. Determinacidon de oxigeno y nitrogeno con horno de com-
bustion y deteccién: oxigeno por absorcion en el infrarrojo y nitro-
geno por conductividad térmica.

27. Espectrofotocolorimetria de aleaciones base hierro-ace-
ros. ‘

28. Espectrofotocolorimetria de aleaciones base hierro-fun-
diciones.

29, Espectrofotocolorimetria de cobre vy sus aleacciones.

30. Espectrofotocolorimetria de plomo v sus aleaciones.

31. Espectrofotocolorimetria de aluminio y sus aleaciones. "

32. Espectrofotocolorimetria de estaiio v sus aleaciones.

33. Espectrofotometria de absorcién atomica de aleaciones
base hierro-aceros.

34. Espectrofotometria de absorcu’m atémica de aleaciones
base hierro-fundiciones.

35. Espectrofotometria de absorcién atémica de escorias.

36. Espectrofotometria de absorcién atdmica de minerales.

37. Espectrofotometria de absorcién atémica de refractarios.

38. Espectrofotometria de absorcion atomica de cobre y sus
aleaciones.

39. Espectrofotometria de absorcion atémica de zinc y sus
aleaciones.

40. Espectrofotometria de absorciéon atémica de aluminio y
sus aleaciones.

41. Espectrofotometria de absorcién atomlca de plomo y sus
aleaciones.

42. Analisis quimico de ferroaleaciones.

43, Analisis quimico de superaleaciones base cabalto,

44. Analisis quimico de superaleaciones base niquel.

45. Analisis quimico de superaleaciones base hierro.

46. Analisis quimico de titanio vy sus aleaciones.

47. Preparacion de muestras para espectrofotocolorimetria.

48, Preparacion de muestras para espectrofotometria de
absorcién atomica.

49. Preparacion de muestras para fluorescencia de rayos X.

50. Preparacion de muestras medlante un horno de micro-
ondas.

Transferencia de tecnologia: Valoracién y explotacién de resul-
tados de investigacién

1. La politica cientifica y tecnolégica en Espaiia: La Ley de
Fomento y Coordinacién de la Investigacion Cientifica y Técnica.

2. FEl Sistema de Ciencia-Tecnologia-Industria en Espana:
elementos institucionales :

3. El Plan Nacional de 1 + D: mecanismos de transferencia
de tecnologia. .

4, Actividades del + D del Ministerio de Industria y Energia.

5. ElCentro para el Desarrollo Tecnolégico Industrial: Meca-
nismos de promocién vy gestién de la tecnologia.

6. La politica cientifica v tecnologlca de las Comunidades
Auténomas.

7. Relaciones entre las empresas v los centros piblicos de
investigacién. Modalidades.

8. Valoraciéon técnico-econémica de los resultados de [ + D.

9. Lal+ D yla politica tecnolégica en Espafia en el sector
de la electrénica e informatica.

10. La I+ Dy la politica tecnolégica en Espafia en el sector

quimico.

11. La I+ D vy la politica tecnolagica en Espaiia en el sector
de biotecnologia.

12. La I+ D vy la politica tecnolégica en Espafia en el sector
farmaceiitico.

13. Lal+ Dy la politica tecnoldgica en Espaiia en el sector
de materiales.

14, Lal+ Dy la politica tecnolégica en Espaiia en el sector
transformador. . :

15. Lal+Duvyla pohtlca tecnologlca en Espafa en el sector
de bienes de equipo.

16. Lal+ Dy la politica tecnologica en Espafia en el sector
agricola.

17. Lal+ Dy la politica tecnolagica en Espafia en el sector
alimentario.

18. Lal+D y la politica tecnologica en Esparia en el sector
recursos naturales y medio ambiente.

19. Lal+ Dy la politica tecnolégica en Espafia en el sector
de la salud.

20. Lal+ Dy la politica tecnologica en Espaiia en el sector
de automatizacién.

21. Lal+ Dy la politica tecnolégica en Espafia en el sector
de acuicultura.

22. Lal+ Dy la politica tecnologlca en Espaha en el sector
ganadero.

23. Lal+ Dy la politica tecnologica en Espafia en el sector
forestal.

24. Estructura de proyectos de [ + D entre empresas y CPI.

25. Las asociaciones de investigacién v los centros tecno-
logicos.

26. La gestion de la innovacion en las empresas.

27. Lafinanciacién de provectos del + D.

28. Metodologia de seguimiento de proyectos del + D.

29. Los programas comunitarios relacionados con la trans-
ferencia y difusion de tecnologia.

30. ElPrograma Eureka.

31. Tipologia de proyectos de 1 + D empresariales.

32. Evaluacién y seleccion de proyectos de I + D.

33. Caracteristicas de una empresa para abordar proyectos
del +D.

34. Plan de Infraestructura Tecnoldgica.

35. Regiones objetivo 1: medidas de apoyoalal+ D.

36. Lasactividades del + Dy las pequefias y medianas empre-
Sas.

37. Plan de marketing tecnolégico.

38. Empresas receptoras de tecnologia.

39. Estructuradelal+ D en la empresa.

40. Fl papel de las acciones especiales como elemento de
transferencia de tecnologia.

41. Proyectos de demostracion.

42. Participacién en proyectos comunitarios de 1+ D: medidas

. de apoyo.

43. Analisis v difusién de la oferta techolégica en los orga-
nismos pablicos de investigacion.

44. La cooperacion internacional no comunitaria.

45. Las nuevas tecnologias. Repercusiones sobre sectores
industriales.

46. Financiacién dela innovacitn.

47. Acuerdos bilaterales v apoyo a las actividades de I + D.

48. Proyectos cooperativos.

49. Proyectos integrados.

50. Proyectos concertados.
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FERRER SORIA, ANTONIO
VELASCO GONZALEZ, JORGE

MARCO DE LUCAS, JESUS EUGENIO
BARAHONA FERNANDEZ, ENRIQUE
DURAN MARTIN, PEDRO

RUIZ GIMENQ, ALBERTO ANGEL
TOMAS VERT, FRANCISCO

SALT CAIROLS, JOSE FRANCISCO
HERNANDEZ REY, JUAN JOSE

SANTORO SAID, JORGE

LORA-TAMAYC D'CCON, EMILIC
DOMINGUEZ HCRNA, CARLOS
MORANTE LLECNART, JUAN RAMON
FI;UERAS COSTA, ELCUARDRC
NAVARRU GARRIGA, ZENON

SERRA MESTRES, FRANCISCO
MILLAN GOMEZ, JOSE

CORNET CALVERAS, ALBERTO
ESTEVE TINTO, JAUME

ACERO: LEAL, MARIA CRUZ

BRIONES FERNANDEZ-POLA, FERNANDO
ANGUITA ESTEFANIA, JCSE VIRGILIO
LECHUGA GOMEZ, LAURA MARIA

RUIZ ¥ RUIZ DE GCPEGUI, ANA

CLLACARIZQUETA DONAZAR, MARIA ANGELES

ANEXO 11l

Tribunal nimero 1
CATEDRATICO
INVESTIGADOR CIENTIFICC
COLABORADOR CIENTIFICO
FPROFESOR DE INVESTIGACICN
TITULADO SUPERIOR ESPECIALIZALQ
CATEDRATICO
CATEDRATICG
COLABORADCOR CIENTIFICO
COLABORADICR CIENTrpico

INVESTIGADOR CIENTIFICO

Tribunal nimerc 2
CATEDRATICO
INVESTIGADOR CIENTIFICO
CATEDRATICO
COLASORADOR CIENTIFICO
TITULADO SUFERICR ESPECTALIZADC
CATEDRATICO
PROFESOR DE IEVESTIGACION
CATEDRATICO
COLABORADOR CIENTIFICO

TITULADO SUPERIOR ESPECIALIZADQ

Tribunal nuomero 3

PROFESCR DE INVESTIGACICN
COLABGRADOR CIENTIFICO
COLABORADORA CIENTIFICA
COLABORADORA CIENTIFICA

TITULADO SUPERICR ESPECIALIZADC

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INSTO. DE FISICA CORPUSCULAR
INSTO. DE fISICA NE CANTABRIA
ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN
INSTO. QUIMICA FISICA "ROCASOLANGC"
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INSTO. BE FISICA CORPUSCULAR
INSTO. DE FISICA CORPUSCULAR

INSTO. DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA
INSTO.MICROELECTRONICA BARCELONA.IMB-CNM
UNIVEREIDAD CENTRAL DE BARCELONA
INSTO,MICROELECTRONICA BARCELONA. IMB-CNM
INSTO.MICROELECTRONICA SARCELCNA . TMB-CNM
UNIVERSIDAD AUTCNCOMA DE BARCELONA
INSTO.MICROELECTRONICA BARCELONA.IMB-CNM
UNIVERSIDAD CENTRAL DE BARCELONA

INSTO.MICRGELECTRONICA BARCELONA.IMB-CNM

INSTO.MICROELECTRONICA BARCELONA.IMB-CNM

INSTO.MICRCELECTRONICA MADRID. IMM-CNM
INSTO.MICROELECTRONICA MADRID. IMM-CNM
INSTO .MICROELECTRONICA MADRID.IMM-CNM
INSTO, CIENCIA MATERIALES MADRID "A"

CTRO. DE INVESTIGACIONES BIQLCGICAS



27008

-~

Martes 5 septiembre 1995

BOE num. 212

s PR
s V1
5 V2
5 va
S V4
T PR
T V1
T v2
T V3
T Va
S PR
s Vi
= V2
S v3
s va
T PR
T Vi
T vz
T Vi
T V4
S PR
s Vi
S w2
=l v3
s V4

ARMELLES REIG, GASPAR

GONZALEZ DIEZ, M-~ YOLANDA

GARCIA GARCIA, RICARDC

GONZALEZ SOTQS, LUILSA

NEGRILLO ESPIGARES, JESUS ANTONIO

VERDEGAY GALDEANQ, JOSE LUIS

TORRELLES ARNEDCG, JOSE MARIA

PEREA DUARTE, JAIME DAVID

CASTELC GUTIERREZ, VICTOR

VIDAL PEZZI, SEBASTIAN

PEREZ DE LA BLANCA CAPILLA, NICOLAS

GARRIDC HABA, RAFAEL

COSTA BORONAT, VICTOR

LOPEZ SANTOVENA, FERNANDO

HERRANZ DE LA REVILLA, MIGUEL

CRIADQ LUQUE, JOSE M.

FERNANDEZ CAMACHO, MARIA ASUNCICN

REAL PEREZ, MARIA DE LA CONCEPCION

SANCHEZ SOTQ, PEDRO JOSE,
LOPEZ NUNEZ, RAFAEL

CARRIZOSA ESQUIVEL, IGN#CIO
ALVERO REINA, RAFAEL
ODRIOZOLA GORDON, JOSE ANTONIO
JUSTO ERBEZ, ANGEL JAVIER

VILA PENA, ELADIO

INVESTIGADOR CIENTIFICO
COLABORADORA CTENTIFICA
COLABORADOR CIENTIFICO
INVESTIGADGRA CIENTIFICA

TITULADC SUPERIOR ESPECIALIZADO

Tribunal numero 4
CATEDRATICO
INVESTIGADCR CIENTIFICO
COLABORADOR CIENTIFICO
CUERPQ SUP,SIST.TECNCL, INF,
TITULADO SUPERIOR ESPECIALIZADO
CATEDRATICO
COLABORADOR CIENTIFICO
COLABORADOR CIENTIFICO
TITULADO SUPERICR ESPECIALIZADO

TITULADC SUPERICR ESPECIALIZADO

Tribunal namero 5
PROFESOR DE INVESTIGACICN
COLABORADORA CIENTIFICA
COLABORADORA CIENTIFICA
COLABORADOR CIENTIFICO
TITULADO SUPERIOR ESPECIALIZADC
CATEDRATICO
PROFESOR TITULAR
PROFESCR TITULAR
COLABORADOR CTENTIFICG

TITULADO SUPERICR ESPECIALIZADO

INSTO.MICROELECTRONICA MADRID. IMM-CNM
INSTQ.MICROELECTRONICA MADRID, IMM-CNM
INSTO.MICROELECTRONICA MAbRID.IMMvCNM
INSTO.MICROELECTRONICA MADRID.IMM-CNM

CTRC.TECNOL. FISICAS "L.TORRES QUEVEDO"

UNIVERSIDAD DE GRAﬁADA

INSTO. DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA
INSTO. DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA
CTRO. COMUNICACIONES CSIC-RFDIRIS
ESTACION EXPERIMENTAL ZOWAS ARIDAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA

INSTO. DE ASTRCFISICA Dé ANDALUCIA
INSTO. DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA
INSTCG. DE AGROQUIM. Y TECNOL. ALIMENTOS

INSTO. Dé ASTROFISICA DE ANDALUCIA

INSTO, CIENCIA MATERIALES DE SEVILLA
INSTO. CIENCIA MATERIALES DE SEVILLA
INSTO. CIENCIA MATERIALES DE SEVILLA
INSTO. CIENCIA MATERILLES DE SEVILLA
INSTO. RECUR.NATUR. Y AGRCBIOL.SEV.
UNIVER$IDAD DE SEVILLA

?NIVERSIDAD DE SEVILLA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

INSTO. CIENCIA MATERIALES DE SEVILLA

INSTO. CIENCIA MATERIALES MADRID "A"
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Tribunal nimero 6

GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONICQ

T PR PROFESOR DE INVESTIGACION CTRO. NQCIONAL DE INVEST. METALURGICAS
T Vi LOPEZ SERRANO, VICTOR COLABORAQDR CIENTIFICO CTRC, NACIONAL DE INVEST. METALURGICAS
T v2 VDORADQ LOPEZ, MARIA TERESA 6OLABORADORA CIENTIFICA CTRO. NACICNAL DE INVEST, METALURGICAS
1 v3 ALGUACIL PR;EGO, FRANCISCO' JO3E COLABORADOR CIENTIFICO CTRO. NACIONAL DE INVEST. METALURGICAS
T V4 PALACIOS VIDA, MARIA ANGUSTIAS TITULADO SU?ERIOR ESPECIALIZADO CTRO. NACIONAL DE INVEST. METALURGICAS
S PR LIMPC GIL, JbSE LUIS ?ROFESOR DE INVESTIGACION CTRO. NACIONAL DE INVEST. METALURG?CAS
s Vi MORCILLC LINARES, MANUEL PROFESOR DE INVESTiGACION CTRO. NACIONAL DE INVEST. METALURGICAS
3 V2 GOMEZ COEDC, AURORA INVESTIGADORA CIENTIFICA CTRC. NACIONAL DE INVEST. METALURGICAS
s V3 ESCUDERO-RINCON, MARTA LORENZA CCLABCORADORA CIENTIFICA CTRO. NACIONAL DE INVEST. METALURGICAS
s V4 SIMANCAS PECO, JOAQUIN TITULARC SUPERIOR ESPECIALIZADO CTRO., NACIONAL DE INVEST. METALURGICAS

Tribunal niumero 7

T PR TORTOSA MARTDRELL,.ENRIQUE

T vl SANCHEZ-MARIN PIZARRO. JOSE MARIA
T v2 FERNANDEZ DE LUCIO, IGNACIO‘

T V3 NAVAS GARCIA, 'ELISA

T V4 CASTRO MARTINEZ, MARIA ELENA

8 PR LOPEZ FA?AL, JAVIER

S vi GARCIA MESEGUER, ALVARO

s V2 CARRACEDOQ MATORRA, LEONOR

] V3 OJEDA GARCIA, PEDRO

§ V4  MARTINEZ ARMESTC, JUAN GUALBERTO
ANEXO IV
Don ......cocovenne h e e eeateneaataae et anann- ., CON
domicilioen .................... e M+ o7¢ 1

documento nacional de identidad nimero ......... erreerereaeaeas

Declara bajo juramento, o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de carrera delaEscalade .............
et et +.-.... que no sido separado
del servicio de ninguna de las Administraciones Publicas v que
no se halla inhabilitado para el ejercicio de las funciones piiblicas.

1 Y . SR I e ..de 1995,

20453 ORDENde29de junio de 1995 por la que se convocan
pruebas selectivas para cubrir ocho plazas de la Escala
de Titulados Técnicos Especializados del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 70071995,
de 28 de abril, del Ministerio para las Administraciones Piblicas,
por el que se aprueba .la oferta de empleo pablico para el

INVESTIGADOR CIENTIFICO

CATEDRATICO ESC.UNIV.

INVESTIGADGR CIENTIFICO

TITULADQ SUPERIOR ESPECIALIZADC

TITULADO SUPERIOR ESPECIALIZADO

PROFESOR DE INVESTIGACICON

PROFESOR DE INVESTIGACICON

TITULARC SUPERIOR ESPECIALIZADO-

TITULADO SUPERICR ESPECIALIZADQ

TITULADO SUFERIQR ESPECIALIZADO

SECRET. GRAL. PLAN NACIONAL I+D

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

INSTC., DE AGROQUIM. Y TECNOL. ALIMENTCS
SECRET. GRAL. PLAN NACIONAL I+D
DELEGACION DEL CSIC EN VALENCIA

SECRET. GRAL. PLAN NACIONAL I+D

SECRET. GRAL. PLAN NACIONAL I+D

SECRET. GRAL. PLAN NACIONAL I+D
ORGANIZACION CENTRAL DEL CSIC

DELEGACION DEL CSIC EN ANDALUCIA

ano 1995, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» nimero
102, de 29 de abril de 1995, vy con el fin de atender las necesidades
de personal en la Administracion Pablica,

Este Ministerio, en uso de las competencias que le estan atri-
buidas, previo informe favorable de la Direccion General de la
Funciéon Plblica, segiin establece el apartado ¢) del articulo 4. del
Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto («Boletin Oficial del
Estado» nimero 213, de 5 de septiembre}, y acuerdo de la Junta
de Gobierno del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
resuelve convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Titulados Técnicos Especializados (c6digo 5421} del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, con sujecién a las siguien-
tes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir ocho plazas,
de la Escala de Titulados Técnicos Especializados {codigo 5421)
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, por el sistema
general de acceso libre, a cubrir entre ciudadanos de la Unién
Europea, con dominio del castellano, de acuerdo con las espe-



